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Ubersicht

Motivation

COntactless REsistivity MApping (COREMA)

= Bewertung von lokal inhomogenem Material

Widerstandstopogramme von SiC Substraten

Zusammenfassung
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Motivation

= Weltweit wird an der Entwicklung von (SlI) SiC Wafern mit
Durchmesser bis zu 100 mm gearbeitet

= Kontaktfreie, ortsaufgeloste Widerstandsmessung an SiC
Substraten ist aus mehrfachen Griinden erwiinscht

= COntactless REsistivity MApping (COREMA) wird
industriell zur Charakterisierung von SI GaAs und InP
Substraten eingesetzt

= Weiterentwicklung des COREMA - Systems fur die
Bewertung von SiC Substraten erscheint aussichtsreich
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Neue Anforderungen

= Erweiterung des Messbereiches auf 1x10° - 1x10'2 QQcm
= Automatisierte Messung von lateral inhomogenem Material

= Bewertung von lokal inhomogenem Material
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Capacitive Resistivity Evaluation ()

Semi-insulating semiconductor
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Capacitive Resistivity Evaluation (ll)
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Capacitive Resistivity Evaluation (lil)

Equivalent Circuit Charge Transient after
Voltage Step Application

0 1 t
1= Rs( Cs+ca) p= QO T (Qoo e 80)'1
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IAF - COREMA - 2000

Specifications

Range 1x10° - 1x10"2 Qcm
Wafer & < 200 mm
Probe & <1 mm

Repeatability 1%

Speed 100 ms @ 1E7 Qcm
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SiC SUBSTRATE RESISTIVITY TOPOGRAPHY ()
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Evaluation of local Homogeneity ()
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Evaluation of local Homogeneity (Il)
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Evaluation of local Homogeneity (lil)
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Evaluation of local Homogeneity (1V)
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SiC SUBSTRATE RESISTIVITY TOPOGRAPHY (lI)
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7.29E8 = Log-Scale

3.05E%

1.27E8

5.33E7

2.23E7 A

9.33E6

3.90E6

1.63E6

6.83EDH

2.86E5

1.19E5
7.29E+08

— 8.25E+07

— 9.33E+06

— 1.06E+06

r T T T T T T T T T 1 ] -ZBE +u5
0.0 204 40.8 mm

Mean: 1.13 x108 Qcm
Stdv: 168 %

Volume

0.645

0.540

0.436

0.332

0.227

0123

1166 1

1.062 -

0.957

0.853

0.749

1.166

— 0.665

— 0.379

~ 0.216

- 0123

r T T T T T
0.0 2004

Mean: 62%
Stdv: 54%

40.8 mm

Fraunhofer Institut

Angewandte
Festkorperphysik

a* "

SiC rystaia};

Seite 14



SiC SUBSTRATE RESISTIVITY TOPOGRAPHY (lII)
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SiC SUBSTRATE RESISTIVITY TOPOGRAPHY (IV)

Resistivity
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SiC SUBSTRATE RESISTIVITY TOPOGRAPHY (V)

Resistivity (3 h darkness)
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Zusammenfassung

= Kapazitive Widerstandsmessung im Bereich
1x10° bis 1x10'2 Qcm

= Topografie semi-isolierender SiC Substrate

= Bestimmung des Volumen-Anteils bei lokal inhomogenen
Material
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